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Efeito da temperatura na juncao P-N
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A corrente de saturacdo reversa I tera sua

amplitude praticamente dobrada para aumento

de 10 °C na temperatura.
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Exemplo 2.6 do Malvino.



Silicio versus germanio
?
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e Tensao reversa:
e Silicio: 1000 V;
« Germanio: 400 V. |
« Temperatura de operacao: |
» Silicio: 200 °C;

» Germanio: 100 °C. el I B4
» Queda de tenséo direta: (e e ™
« Silicio: 0,7 V; | e
e Germanio: 0,3 V. Wl i
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| Diodo — Regiao zener
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Resisténcias do diodo
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Resisténcia CC ou estatica:
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Resisténcias do diodo

Resisténcia CA ou dinamica:
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Resisténcias do diodo
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Resisténcia CA média ou resisténcia de corpo:
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Modelo ideal do diodo
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Exemplo 3.4 do Malvino.



Modelo simplificado do diodo
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Exemplo 3.5 do Malvino.



Modelo linear por partes do diodo
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Caracteristicas dos diodos

As principais caracteristicas (grandezas) séao:

1. Corrente maxima direta (I- ou |,);

2. Tensao de ruptura reversa:
* VRRM = Tensao de pico inverso repetitivo;
« VRWM = Tensao de pico inverso de trabalho;
* VR =Tenséao de bloqueio CC.

3. Queda de tenséao direta (vg);

4. Corrente reversa maxima (I).

5. Entre outras ....



Caracteristicas dos diodos
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| Caracteristicas dos diodos

=P Diodos de poténcia

Diodos de sinal

Circuitos integrados

[/ | de diodos
‘ll " ' =P Diodos de uso geral l
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| Identificacao dos terminais de um diodo




Testando diodos com o multimetro

Escala para teste de diodos Escala para teste de diodos



Testando diodos com o multimetro
?

Polarizacéo direta:

t1p(mA)

ponta de ponta de
teste vermelha teste preta
(V11) (COM)

0 0,67 V Vi




Testando diodos com o multimetro
?

Testes com ohmimetro:

{Ohmimetro)
R relativamente baixo
Ponta de Ponta de
teste vermelha teste preta
(V11) (COM) _
+ _ Bloqluelo
T R relativamente alto
Conducéo Ponta de Ponta de
teste preta teste vermelha
(COM) (V1)
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Na proxima aula
P

Seqguéncia de conteudos:
1. Aula de laboratorio:
* |dentificacédo de diodos;
 Testes de diodos com multimetros.



